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Структура курса
Общее количество:

-лекций: 34 часа (1 лекция в неделю)
-семинары: 34 часов (1 семинар в неделю)
-лабораторные работы: 17 часов (4 лабораторные работы за семестр) 

Лекции Семинары Лабораторные 
работы

Самостоятельная 
работа

1) Микросхемы 
памяти и ПЛИС
2) Пассивные 
элементы
3) 
Последовательные 
интерфейсы 
цифровых систем
4) Источники 
вторичного питания
5) Структура АЦП и 
ЦАП, их применение

Применения 
языка VHDL для 
моделировани
я работы 
цифровых 
устройств и 
синтеза 
внутренней 
структуры 
ПЛИС

Изучение 
работы схем на 
основе ПЛИС на 
базе 
отладочного 
модуля DE2 
фирмы Altera

1) Проработка 
материалов лекций 
и семинаров
2) Домашнее 
задание 
(выдача – 10 
неделя, сдача – 12 
неделя)



Система рейтинга и получение 
зачетной оценки

Номер 
модул
я

Вид контрольного мероприятия Неделя

1

Контроль по модулю на семинаре 
(Задание: привести описание и 

промоделировать работу 
комбинационной схемы)

8

2 Защита домашнего задания 12

3

Зачет по всему лекционному и 
семинарскому курсу (допуск к зачету – 

все защищенные лабораторные работы)
17

Состав контрольных мероприятий



Лекция 1

Типы микросхем памяти:
1)ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, ROM – Read-Only 

Memory);
2)ППЗУ (программируемое постоянное запоминающее 
устройство, PROM – Programable ROM);

3)ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, RAM – Random 
Access Memory).

Применение микросхем памяти
Параметры микросхем памяти:

-Информационная емкость (байт, кб, Мб, Гб);
-Организация памяти (количество ячеек памяти и разрядность 
данных);

-Быстродействие.



Применение микросхем памяти

Рис. 1 – Принцип построения УГО микросхем 
памяти

Рис. 2 – Временная диаграмма 
чтения данных



Микросхемы ПЗУ

Рис. 3 – ПЗУ отечественного 
производства



Микросхемы ПЗУ

Рис. 4 – Увеличение количества адресных разрядов 
ПЗУ



Применение микросхем ПЗУ

Рис. 5 – Замена 
комбинационной схемы при 

помощи ПЗУ

Рис. 6 – Карта прошивки ПЗУ



Применение микросхем ПЗУ

Рис. 7 – Вычислитель 
квадратов входных чисел

Рис. 8 – Дешифратор 
семисегментного индикатора



Применение микросхем ПЗУ

Рис. 9 – Генератор импульсных последовательностей



Внутренняя структура ПЗУ

Рис. 10 – Диодный ПЗУ 8х4



Внутренняя структура ПЗУ

Рис. 11 – Структура ПЗУ 128х1 с двумерным декодированием



Внутренняя структура ПЗУ

Рис. 12 – Структура ПЗУ 32к х 8 с двумерным декодированием



Внутренняя структура ПЗУ

Рис. 13 – Применение МОП-транзисторов в качестве элементов 
памяти



Типы ПЗУ


